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L’intérét des composés III-V dans les applications photovoltaiques se renforce avec le développement
des cellules solaires tandem ou a multi-jonctions. Les architectures de ces cellules devenant de plus en
plus complexes, de nouvelles méthodes de caractérisation adaptées a ces structures en empilement et
compatibles avec les différents procédés de préparation multi-étapes apparaissent nécessaires. La
maitrise et I’optimisation de chacune des étapes d’élaboration de ces cellules solaires, et par
conséquent de chaque couche et interfaces générées sont donc des points clés pour obtenir les
performances les plus élevées. La combinaison des mesures de propriétés électriques et optiques
associée a une caractérisation fine de la composition chimique de toutes les couches et interfaces dans
I’architecture finale de la cellule représente un réel atout pour comprendre et réorienter les étapes de
fabrication.

Le travail présenté ici s’inscrit dans cette démarche et présente une stratégie de profilage chimique
avance de différents matériaux semi-conducteurs mettant en ceuvre une combinaison de deux
techniques de caractérisation : la spectroscopie a décharge luminescente (SDL ou GD-OES) et la
spectroscopie des photoélectrons X (XPS). L'intérét est de combiner I'importante vitesse d’érosion de
la GD-OES afin d’atteindre rapidement des régions enterrées, & un diagnostic chimique quantitatif via
la spectroscopie XPS réalisée aux interfaces. Ces mesures XPS réalisées au fond du cratére GD-OES
permettent d’obtenir la composition chimique précise de la surface (quelques nanomeétres). Cependant,
une étude précédente [1] a mis en évidence par XPS que l'arrét du plasma au cours d'un profil GD-
OES peut engendrer une modification de surface des matériaux (amorphisation, redépét,...).
L’introduction d’une étape intermédiaire de préparation de surface est donc nécessaire avant de
réaliser les mesures XPS.

Nous proposons ici une méthode efficace et facile a mettre en ceuvre pour régénérer la chimie de la
surface perturbée dans le cratére GD-OES via des traitements électro-chimiques ou chimiques qui
seront illustres sur différents matériaux semi-conducteurs I11-V (InP, GaAs, InAs). Afin de déterminer
la nature de la modification, 1’épaisseur sur laquelle s’étend cette zone perturbée au fond du crateére
GD-OES ainsi que I’efficacité du traitement de régénération employé, une approche multi-techniques
est employée. Les études réalisées en GD-OES et en XPS sur ces matériaux I11-V seront complétées
par les analyses morphologiques et de composition plus globales en «volume » (SEM/EDS-
Secondary Electron Spectroscopy/Electron Dispersive Spetrometry) mais également microstructurales
(EBSD — Electron Backscattered diffraction). Cela permettra d’établir les conditions du recouvrement
de la chimie et de la structure du matériau en fond de cratére aprés dissolution de la zone perturbée.
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